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Sposéb wytwarzania materiatéw péiprzewodnikowych
i urzadzenie do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposdb wytwarzania materiatéw pé{przewodmkowych zwtaszcza matenaléw
o duej ruchliwosci nofnikdw i urzgdzenie do stosowania tego sposobu.

W znanym dotychczas sposobie wytwarzania materiatdw pdtprzewodnikowych, materiat wyjSciowy np. Ga
(gal) i GaAs {gal, arsen) umieszcza sig w t6édce kwarcowej, wstawia do pieca rurowego, wypetniajec piec wodo-
rem i nestgpnis podgrzewa do tempevatury rzedu 1000—-500°C.

inny znany sposdb polega na tym, ze materiat wyjéciowy umieszcza si¢ w fédce kwarcowej, wstawia do
pieca rurowego, piec ten wypetnia si¢ wodorem, ktérego cisnienie |est wyzszo od atmosferycznego, a nastepnie
materiat podgrzewa sie do temperatury 1000—500°C.

Woddr wypeiniejacy piec speinia role ochronna. Dziatanie jego polega na wigzaniu atomoéw tienu znajdujy-
cego sig w stmosferze otaczajgcej wytwarzany materiat pélprzewodmkowy zapobiegajac przenikamu ich do -
wnetrza siatki krystalicznej.
© Wada powyiszych sposobdw jest to, 2 wodér wypetniajgcy piec nie zapobiega catkowicie przenikaniu
atomdw tlenu z atrnosfery do tej komory pieca, nie wigze ich wszystkich i dlatego $ladowe ilodci tlenu dostajq sie
do siatki krystelicznej obnitsjac w znaczny sposéb pozadane wtasciwosci wytwarzanego materiatu pétprzewod-
nikowsgo. Jak wisdomo na wtasciwosci elektryczne p6tprzewodnika, a tym samym na ruchliwo$é nosnikow
wplywajq zawarte w nim domieszki w ilodciach, ktérych wykrycie znanymi dotychczas metodami jest wogdle
niemoiiiwe. W sposobach tych przy masowym wytwarzaniu nie jest zapewnione otrzymywanie powtarzalnych

 wynikéw, co przy rosnacych wymaganiach stawianych wytwércom materiatéw p6iprzewodnikowych lwyﬁrubo-

wanych pevametrach jest powaing wada.

Okazato sig, fe dotychczasowe urzadzenie do stosowania tego sposobu sktadajace si@ z jednej komory
wypelinione] wodorem, pomimo skomplikowanych pod wzgledem mechanicznym rozwigzar i wysokich kosztéw
jego reslizacii nie zspewnia warunkéw, ktére by pozwalaty otrzymac materiat pétprzewodnikowy o wysokich
wiasnodciach technicznych.

Celen wynalazku jest usunigcie wyZej wymienionych niedogodnosci, a zadaniem technicznym opracowanie’
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sposobu za pomocy ktérego mozliwe jest w sposdb prosty i powtarzalny otrzymywanie materiatu pétprzewod-
nikowego o wysokich wtasnosciach technicznych oraz skonstruowanie urzadzenia do stosowania tego sposobu.
Po wielu prébach i doswiadczeniach niespodziewanie stwierdzono, ze mozna rozwigzaé to zadanie, jezeli
scianke zewnetrzng pieca otoczy si@ warstwq gazu, ktérego czasteczka jest wieksza od czasteczki wodoru,
a jednoczesnie jest obojetna dla zachodzacego procesu.
Dla stosowania tego sposobu skonstruowano urzadzenie, obudowujac dotychczasowe sciankg czesciowo lub
catkowicie elastyczng tworzac komore wypetniong gazem obojetnym doprowadzonym pod cuémemem wy2szym
~lub réwnym atomsferycznemu.
Materiat pétprzewodnikowy otrzymany sposobem, wedtug wynalazku posiada znacznie lepsze parametry
a ruchliwos$é no$nikéw zblizona jest do maksymalnych wartosci obliczonych teoretycznie. Dzieki uzyskaniu tak
wysokich parametréw charakteryzujacych materiat pétprzewodnikowy, powtarzalnych w kazdym procesie j?st
mozliwo$é produkcji nowoczesnych przyrzadéw péiprzewodmkowych np. pétprzewodnikowych diodowygh
generatoréw mikrofal.
Zaletg konstrukcji jest mozliwos¢ adaptacji dotychczas stosowanych urzadzeri, matym kosztem i naktadem
pracy.
Przedmiot wynalazku jest blizej wyjasniony w przyktadowym wykonaniu na rysunku.
Urzadzenie wedtug wynalazku sktada sie z rury kwarcowej 2, w ktérej umieszcza si¢ materiat pétprzewod-
nikowy 1 umieszczonej w piecu oporowym lub innym 4. Rura 2 posiada doprowadzenie gazu 3 (wodér z odpo-
wiednimi czynnikami redukcyjnymi). Cate urzadzenie obudowane jest $cianka cze$ciowo lub catkowicie elastycz-
ng 5 tworzaca komorg wypetniong gazem obojetnym doprowadzanym pod ci$nieniem wyzszym lub réwnym
atmosferycznemu.

'

Zastrzezenia patentowe

1."Spos6b wytwarzania materiatéw potprzewodnikowych, zwtaszcza materiatéw o duzej ruchliwosci nos-
nikéw, w ktérym tédke z materiatem wyjsciowym umieszcza si¢ w piecu wypetnionym wodorem, znamienny
tym, Ze gaz obojetny, ktérego czasteczka jest wieksza od czasteczki wodoru doprowadza sie¢ do komory otaczajg-
cej piec, pod cisnieniem wyzszym lub réownym atmosferycznemu.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedfug zastrz. 1, znamienne tym, ze zawiera komore, otaczajaca
piec, ktérej scianka czesciowo lub catkowicie jest elastyczna.
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